
Germanium-Transistoren für NF-Verstärker und Schalteranwendungen 
Transistoren 

Kennwerte bei da = 25° C —5 grd Höchstwerte 
Type 

(a Strom- | Kollektor- |ROuSch Kollektor- | Koltektor- | yn 11., ] widernend | Sperr- :a„„. VE 
ver reststrom rest- |spannung ard schicht- | form E F [dB: Rık 

stärkung |ıcpo [uA] (m] spannung |-Uce [V] _[“'[°"""A] |":‚"_, temperatu 
h21e | CIceo) | (uS) |+Uecs(V]] (Ucen | (R [W]) | 8 DCI 

GC 100 >18 | < 800 |< 25 8 15 <10 75 17 | NF-Vorstufen 
GC 101 >18 | < 800 |< 10 8 15 za0 75 17 | NF-Vorstufen rauschorm 

Für mittelschnellen Schalt- 
GS 100 „ 29 | (<15) (<3)| <050 | > 15 50 75 47 | Dabıeb 
GS 109 > 29 (<1,5)) <055 | > 15 200 85 13 

GS 110 > 29 (<1,5)| <055 | > 15 200 85 13 |Schalter für mittlere Ge- 
. schwindigkeit in logischen Gs 111 > 29 (<1,2)] <0,55 15 200 85 18 ] Schaltungen 

Gs 112 >29 (<1) | <055 | > 15 200 85 13 
Gc M > 10 (80) 125 75 13 | NF-Transistor für hohe 
GC 112 > 10 (90) 125 75 13 | Spitzenspannungen 

SN WE 525 15 ] 18 75 | 13 | NF-Vor- und Treiberstufen 
SC 116 > 18 &B — 15 125 75 13 
GC 117 > 18 < 10 15 125 <0,43 75 13 

W ‘hi NF-Vorstufe 
GC 118 > 18 z I5 50 0 . 13 | rouscharme orstufen 

GC 120 < 25 | <055 20 150 <0,43 75 14 | NF-Endstufen kleiner 
SC 121 < 25| <0,55 20 150 <0,43 75 14 | Leistung 
GC 122 — < 055 30 150 <0,43 75 14 | 30 V-Schalttransistor 

GC 123 <0,55 60 150 <0,43 75 14 | 60 V-Schalttransistor 
GC 216°) >18 | (<15) |< 25 | <055 (15) 100 |Pc= 75 mW 75 12 | Treiberstufen für d. Mikro- 
SC 217°) >18 | (<15) |< 10 | <055 | (15) 100 |Pc= 75 mW 75 12 | modultechnik 
GC 221°) >18 | (< 18) <055 | (15) 100 |Pc= 75 mW 75 12 | NF-Endstufen 
GC 223°) > 18 | (< 18) <0,55 | (66) 100 |Pc= 75 mW 75 12 | 60 V-Schalttransistor 

SC 300°) >18 | < 500 20 500 (75) 75 13 | NF-Treiber- und Endstufen 
GC 301°) >18 | < 500 832 500 (75) 75 13 | mittlerer Leistung 

Germanium-Leistungstransistoren für Endstufen und Schalteranwendungen 

Basisstrom Kollektorreststrom B 

Tr -AB [mA] für .UcBo Ml -VCERM] | IC [A] l ] 9 | Bau- Vernlonge 
] 4c=100mA | -Iceo  -cBo |“CBO CERL [ 7C [°L“] [°C] | form 9 

(1C=200mA) | [mA] [uA] - 

GD 100 < 10 <1 < 30 20 18 1 < 15 75 15 NF-Leistungs-Endstufen 

GD 110 < 5 ö1 < 30 20 18 1 |<15 | 75 | 15 | NF-Leistungs-Endstufen 
GD 120 5 24 < 30 33 30 1 15 | 75 | 15 | 30 V-Schalttransistor 
GD 130 1 < 30 65 58 4 15 | 75 | 15 | 60 V-Schalttransistor 
GD 150 15 | <50 20 18 3 7,5 | 75 | 15 | NF-Leistungs-Endstufen 
GD 160 < 15 50 20 18 3 <75 | 75 | 15 | NF-Leistungs-Endstufen 
GD 170 <15 | <50 33 30 8 7,5 | 75 | 15 | 30 V-Schalttransistor 
GD 180 <15 | <50 66 60 3 |<75 | 75 | 15 | 60 V-Schalttransistor 
GD 200°) . 8 < 150 30 20 6 2 75 | 16 
GD 210°) z z 150 &0 48 6 |22 75 | 16 | 15 W-Transistor für Regel- 

GD 220*) <3 \ <150| &® 60 6 |<2 | 75 | 16 |zwecke 

*) in Entwicklung 

6


